
TPS51100

3Aシンク/ソース DDR
ターミネーション･レギュレータ

特　長
● 入力電圧範囲 : 4.75V～5.25V

● VLDOIN電圧範囲 : 1.2V～3.6V

● ドループ補償付3Aシンク/ソース･レギュレータ

● 最小出力容量20µF(セラミックコンデンサ)
● サスペンド時ハイ･インピーダンス(S3)およびソフ
ト･オフ(S5)に対応

● 1.2V入力(VLODIN)による消費電力低減可能

● 1/2分圧抵抗内蔵(VTTREF)

● リモート･センシング端子(VTTSNS)

● 精度±20mV(VTT/ VTTREF)
● 10mAバッファ付基準電圧(VTTREF)

● ソフトスタート、UVLO、OCL機能内蔵

● サーマル･シャットダウン機能

● JEDEC規格準拠

SLUS635

概　要
TPS51100は、3Aのシンク/ソース･トラッッキング･ターミネー
ション･レギュレータです。本製品は外付け部品点数が少なく、
小型、低コストが要求されるシステムに最適です。
TPS51100は出力容量としてわずか20µF(2 × 10µF)のセラミッ
クコンデンサを用いるだけで高速な過渡応答を実現します。
TPS51100はリモート･センシング機能およびJEDEC規格による
DDR/DDR2メモリのVTTバス･ターミネーション電源に必要とさ
れる全ての機能に対応しています。さらに、S3状態(RAMへのサ
スペンド)ではVTT出力をハイ･インピーダンスに、S5状態(ディ
スクへのサスペンド)ではVTTとVTTREFを放電してオフ(ソフ
ト･オフ)するスリープ･ステート･コントロール機能を内蔵してい
ます。パッケージは熱効率の良い10ピンMSOP PowerPADを使
用し、動作温度範囲–40℃～85℃で電気的特性を規定しています。

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス･インスツルメンツの商標です。

この資料は、Texas Instruments Incorporated (TI) が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ
(日本TI)が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補
助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。

参 考 資 料

オーダー呼称

TA
PLASTIC MSOP POWER PAD

(DGQ)(1)

–40°C to 85°C TPS51100DGQ

(1) DGQパッケージはテープ/リールでも供給できます。デバイス･タイプの末
尾にRを付けてください(例：TPS51100DGQR)。PowerPADの図面及びレ
イアウトに関する情報はこのデータシートのアプリケーションの項を参照し
てください。

UDG04015

C1
2 × 10 µF 
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0.1 µF
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アプリケーション
● DDR /DDR2 メモリのターミネーション電源

● SSTL-2、SSTL-18、HSTLのターミネーション電源
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PACKAGE
TA < 25°C DERATING FACTOR TA = 85°C

POWER RATING ABOVE TA = 25°C POWER RATING

10-pin DGQ 1.73 W 17.3 mW/°C 0.694 W

許容損失

絶対最大定格
特記無き場合、全動作温度範囲の定格値を記す。(1)

TPS51100 UNIT

Input voltage range(2)
VIN, VLDOIN, VTTSNS, VDDQSNS, S3, S5 –0.3 to 6

PGND –0.3 to 0.3 V

Output voltage range(2) VTT, VTTREF –0.3 to 6

Operating ambient temperature range, TA –40 to 85

Storage temperature, Tstg –55 to 150 °C

Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds TBD

(1)絶対最大定格以上のストレスは、製品に恒久的･致命的なダメージを与えることがあります。ストレスの定格のみについて示してあり、「推奨動作条件」 に示さ
れた値を越える状態での本製品の機能動作を意味するものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くことは、本製品の信頼性に影響を与えることがあ
ります。

(2)特記無き場合、すべての電圧値は回路のグランド端子を基準としています。

静電気放電対策

静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に
至るまで、様々な損傷を与えます。すべての集積回路は、適切な
ESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかな
パラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しな
くなる場合があります。

推奨動作条件

MIN MAX UNIT

Supply voltage, VIN 4.75 5.25

S3, S5 –0.10 5.25

Voltage range
VLDOIN, VDDQSNS, VTT, VTTSNS –0.1 3.6 V

VTTREF –0.1 1.8

PGND –0.1 0.1

Operating free-air temperature, TA –40 85 °C

(4) DGQパッケージの追加情報については、TIテクニカル･ブリーフ、文献番号SLMA002を参照してください。
(5) PowerPADパッケージのダイ･パッドはGND(8ピン)に接続するか、またはその他全てのピンと電気的に絶縁しなければなりません。

ACTUAL SIZE
3,05mm x 4,98mm
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電気的特性
特記無き場合、TA = –40°C to 85°C, VVIN = 5 V, VLDOIN and VDDQSNS are connected to 2.5 V (unless otherwise noted)

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

SUPPLY CURRENT

IVIN Supply current, VIN
TA = 25°C, VVIN = 5 V, no load
VS3 = VS5 = 5 V

0.25 0.50 1.00 mA

IVINSTB Standby currrent, VIN
TA = 25°C, VVIN = 5 V, no load
VS3 = 0 V, VS5 = 5 V

25 50 80

µA
IVINSDN Shutdown current, VIN

TA = 25°C, VVIN = 5 V, no load
VS3 = VS5 = 0 V, VVLDOIN = VVDDQSNS = 0 V

0.3 1.0

IVLDOIN Supply current, VLDOIN
TA = 25°C, VVIN = 5 V, no load
VS3 = VS5 = 5 V

0.7 1.2 2.0 mA

IVLDOINSTB Standby currrent, VLDOIN
TA = 25°C, VVIN = 5 V, no load
VS3 = 0 V, VS5 = 5 V

6 10

µA
IVLDOINSDN Shutdown current, VLDOIN

TA = 25°C, VVIN = 5 V, no load
VS3 = VS5 = 0 V

0.3 1.0

INPUT CURRENT

IVDDQSNS Input current, VDDQSNS VVIN = 5 V, VS3 = VS5 = 5 V 1 3 5
µA

IVTTSNS Input current, VTTSNS VVIN = 5 V, VS3 = VS5 = 5 V –1.00 –0.25 1.00

VTT OUTPUT

VVTTSNS Output voltage, VTT
VVLDOIN = VVDDQSNS = 2.5 V 1.25

V
VVLDOIN = VVDDQSNS = 1.8 V 0.9

VVTTTOL25 Output voltage tolerance to
VVLDOIN = VVDDQSNS = 2.5 V, |IVTT | = 0 A –20 20

VTTREF, VTT
VVLDOIN = VVDDQSNS = 2.5 V, |IVTT | = 1.5 A –30 30

VVLDOIN = VVDDQSNS = 2.5 V, |IVTT | = 3 A –40 40
mV

VVTTTOL18 Output voltage tolerance to
VVLDOIN = VVDDQSNS = 1.8 V, |IVTT | = 0 A –20 20

VTTREF, VTT
VVLDOIN = VVDDQSNS = 1.8 V, |IVTT | = 1 A –30 30

VVLDOIN = VVDDQSNS = 1.8 V, |IVTT | = 2 A –40 40

IVTTOCLSRC Source current limit, VTT
VTT =

VVDDQSNS
2

× 0.95, PGOOD = High 3.0 3.8 6.0

VVTT = 0 V 1.5 2.2 3.0
A

IVTTOCLSNK Sink current limit, VTT
VTT =

VVDDQSNS
2

× 1.05, PGOOD = High 3.0 3.6 6.0

VVTT = VVDDQ 1.5 2.2 3.0

IVTTLK Leakage current, VTT
VTT =

VVDDQSNS
2

= 1.25 V, TA = 25 °C

VS3 = 0 V, VS5 = 5 V
–1.0 0.5 1.0

µA

IVTTSNSLK Leakage current, VTTSNS VTT =
VVDDQSNS

2
= 1.25 V, TA = 25 °C –1.00 0.01 1.00

IDSCHRG Discharge current, VTT
TA = 25°C, VS3 = VS5 = 0 V,
VVDDQSNS = 0 V, VVTT = 0.5 V

10 17 mA
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電気的特性(続き)
特記無き場合、TA = –40°C to 85°C, VVIN = 5 V, VLDOIN and VDDQSNS are connected to 2.5 V (unless otherwise noted)

PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT MAX TYP MIN

VTTREF OUTPUT

VVTTREF Output voltage, VTTREF
VTTREF =

VVDDQSNS
2

V

VVTTREFTOL
Output voltage tolerance to
VDDQSNS/2

VVLDOIN = VVDDQSNS, IVTTREF < 10 mA –20 20 mV

IVTTREFOCL Source current limit, VTTREF VVVTTREF = 0 V 10 20 30 mA

UVLO/LOGIC THRESHOLD

VVINUV UVLO threshold voltage, VIN
Wake up 3.4 3.7 4.0

Hysteresis 0.15 0.25 0.35

VIH High-level input voltage S3, S5 1.6 V

VIL Low-level input voltage S3, S5 0.3

VIHYST Hysteresis voltage S3, S5 0.2

IILEAK Logic input leakage current S2, S5, TA = 25°C –1 1 µA

THERMAL SHUTDOWN

TSDN
Thermal shutdown threshold Shutdown temperature 160

°C
voltage Hysteresis 10

端子機能表

端子機能

NAME NO.
I/O DESCRIPTION

GND 8 – 信号用接地端子。VTT出力コンデンサの負端子に接続してください。

PGND 4 – VTT LDO大電流接地端子。

S3 7 I S3信号入力端子。

S5 9 I S5信号入力端子。

VDDQSNS 1 I VDDQ電圧検知入力端子。

VIN 10 I 5V電源入力端子。

VLDOIN 2 I VTT 及びVTTREF出力段の電源入力端子。

VTT 3 O VTT 出力端子。

VTTREF 6 O VTT基準電圧出力端子。0.1µFのセラミックコンデンサを本ピンとGND間に接続してください。

VTTSNS 5 I VTT 電圧検知入力端子。出力コンデンサの正端子に接続してください。
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詳細説明
VTTシンク/ソース･レギュレータ

TPS51100は3Aのシンク/ソース･トラッキング･ターミネー
ション･レギュレータです。ノートブック型PCなど小型･低コス
トを要求されるシステム向けに最小限の外付け部品で動作するよ
う設計されています。本製品は高性能で低ドロップアウト(Low
Drop-Out, LDO)のリニア･レギュレータを内蔵しており、その
ソース/シンク電流能力は最大3Aです。VTT用リニア･レギュ
レータは極めて応答速度の速いフィードバック･ループを内蔵し
ており、出力容量としてごく小さなセラミックコンデンサを用い
るだけで過渡負荷応答を含む全ての状態で±40mV以内でVTTREF
をトラッキングします。また、リモート･センス端子VTTSNSを
大電流用配線とは分離してVTTの出力コンデンサの正極に配線す
ることにより、寄生抵抗の効果を受けることなく良好なレギュ
レーションを実現することができます。

VTTREFレギュレータ

VTTREFブロックは、内蔵の1/2分圧抵抗、LPF、バッファよ
り構成されています。このレギュレータは最大10mAまで電流の
ソースが可能です。動作を安定化させるためVTTREF端子と
GND間に0.1µFのセラミックコンデンサを接続してください。

ソフトスタート

VTTのソフトスタート機能は電流クランプ方式です。定電流で
出力コンデンサを充電するため電圧は直線的に上昇します。電流
値は2段階に切り替わります。VTTがVTTREF ±5％より外側にあ
る場合、電流制限レベルは2.2Aです。VTTが(VTTREF – 5％)より
上に上がるか、または(VTTREF + 5％)より下に下がった場合は、
電流制限レベルは3.8Aに切り替わります。出力電圧監視コンパ
レータはヒステリシスを持ち、標準でVTTREF ±5％(外から内向
き)、±10％(内から外向き)です。ソフトスタート機能は完全に対
称で、VTT電圧がGNDからVTTREF電圧になる場合だけでな
く、VDDQからVTTREF電圧になる場合でも動作します。VTT出
力はS3状態時(S3 = “L”レベル、S5 = “H”レベル)にはハイ･イン
ピーダンス状態で、その電圧は外部の状態によっては最大で
VDDQ電圧に至ることがあるということに注意してください。ま
た、VTTは上記電流制限を超える負荷の元では始動できないこと
に注意してください。

S3, S5コントロールとソフト･オフ

S3及びS5端子はそれぞれSLP_S3及びSLP_S5信号に接続してく
ださい。S0状態(S3 = “H”レベル、S5 = “H”レベル)ではVTTREF
とVTTの両方ともオンになります。S3状態(S3 = “L”レベル、S5 =
“H”レベル)でVTTがオフし、ハイ･インピーダンスになるのに対

し、VTTREFは動作し続けます。S4/S5状態(S3 = “L”レベル、S5
= “L”レベル)で、VTT出力とVTTREF出力の両方ともオフにな
り、出力コンデンサは内蔵MOSFETによりグランドに放電され
ます。

VTT過電流保護

VTT用LDOレギュレータは3.8A固定の過電流制限(OCL)機能を
もっています。このトリップ点は出力電圧が目標電圧の±5％以内
になる前、または目標電圧の±10％の外側に外れる場合には2.2A
に低下します。

VINのUVLO保護

TPS51100は低電源電圧による誤動作を防止するため、VIN電
圧をモニタして低電圧ロックアウト(UVLO)保護機能を持ってい
ます。VIN電圧がUVLOのスレッシュホールド電圧以下に下がる
と、VTTレギュレータの動作を停止させます。本保護機能は自動
復帰型で、ラッチはいたしません。

サーマル･シャットダウン

TPS51100はIC内部の温度をモニタしています。160℃の設定温
度を越えるとVTTとVTTREFレギュレータの動作を停止します。
これも自動復帰型の保護機能です。

出力コンデンサ

安定した動作を得るためには、VTT出力端子の総容量を20µF
またはそれ以上にします。コンデンサの等価直列抵抗(ESR)と等
価直列インダクタンス(ESL)による影響を最小限に抑えるため
10µFのセラミックコンデンサを2つ並列に接続してください。
ESRが2mΩより大きい場合は、ループを安定させるためVTT出力
コンデンサとVTTSNS入力の間にR-Cフィルタを挿入してくださ
い。R-Cフィルタの時定数は出力キャパシタとそのESRによる時
定数と同等か、または少し小さくします。
ソフトスタート時間TSSもこの出力容量の関数になります。
ITTOCL = 2.2A(typ)の場合、TSSは以下の式で求められます。

TSS =
COUT × VVTT
IVTTOCL

(1)

入力コンデンサ

VLDOIN用のバルク電源とTPS51100間の配線インピーダンス
によっては過渡的なソース電流はほとんど入力コンデンサからの
電荷によって供給されます。この過渡時の電荷を供給するため
VLDOIN 入力容量として10µF(またはそれ以上)のセラミックコ
ンデンサを使用してください。VTTの出力容量を増した場合には
この入力容量も大きくしてください。一般的に入力容量は1/2
COUTとします。

STATE S3 S5 VTTREF VTT

S0 H H 1 1

S3 L H 1 0 (ハイ･インピーダンス)

S4/S5 L L 0 (放電) 0 (放電)

(S3が“H”レベルかつS5が“L”レベルの場合、VTTREFは放電し、VTTはハイ･インピーダンス状態にな
ります。この状態での動作は推奨しません。)

表1. S3, S5コントロール表
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VINコンデンサ

配線による寄生インピーダンス等による影響を防止し5V電源を
安定化させるため、1.0µFから4.7µFの値のセラミックコンデンサ
をVIN端子の直近に付加してください。

熱設計

TPS51100はリニア･レギュレータであるため、ソース及びシン
ク両方向に流れるVTT電流がデバイスから電力消費を発生させま
す。ソース･フェーズでは、VVLDOINとVVTT間の電位差にVTT電
流を乗じたものが消費電力WDSRCになります。

WDSRC = (VVLDOIN – VVTT) × IVTT (2)

この場合、VLDOINがVDDQ電圧より低い別電源に接続されて
いると、電力損失は低減します。
シンク･フェーズでは、VTT電圧が内部のVTTレギュレータに
印加され、消費電力WDSNKは以下の式で計算できます。

WDSNK = VVTT × IVTT (3)

デバイスは同時には電流のシンク/ソースは行わず、またIVTT
は時間とともに急速に変化するため、熱設計で考慮する必要のあ
る実際の消費電力はシステムの熱緩和期間にわたる上記値の平均
と考えることができます。もう1つの電力消費としてVIN電源お
よびVLDOIN電源のもとでIC内部の制御回路に使用される電流が
挙げられます。この消費電力は標準的な動作条件では20mWまた
はそれ以下と見積もることができます。以上の損失は効率的に
パッケージから放散される必要があります。パッケージに許容さ
れる最大消費電力は以下の式で求められます。

WPKG =
TJ(max) – TA(max)

θ JA
(4)

但し、
• TJ(max) =125℃
• TA(max)はシステムの最大周囲温度
• θ JAはシリコン接合部から周囲までの熱抵抗

この熱抵抗はボードのレイアウトに大きく依存します。
TPS51100はボディの底面にダイ･パッドが露出して、熱特性が改
善されたPowerPADパッケージに実装されています。熱特性を
改善するには、このダイ･パッドをPCB上のサーマル･ランドを経
由してグランド配線に接触させる必要があります。このグランド
配線はヒートシンクとして機能します。エアフローなしで3mm ×
2mmのサーマル･ランドとビアが2つの場合の標準熱抵抗は57.7
℃/Wです。これより大きなサーマル･ランドの使用、またはビア
数を増やすことで熱抵抗を改善することができます。例えば、エ
アフローなしで3mm × 3mmのサーマル･ランドとビアが4つの場
合の標準熱抵抗は45.4℃/Wとなります。PowerPADパッケージ
についての詳細情報及びその推奨ボード･レイアウトはアプリ
ケーション･ノート(SLMA002)に記載されています。この文献は
www.ti.comより入手できます。

レイアウトについての考察

レイアウト設計に関して以下の点について考慮してください。
• VLDOINの入力コンデンサは短く広い配線を用いてできるだけ
ピンに近づけて配置します。

• VTTの出力コンデンサは配線によるESR/ESLが増加しないよ
う短く広い配線を用いてできるだけピンに近づけて配置します。

• VTTSNSは大電流配線とは分離してVTT出力コンデンサの正極
に接続し、ESR/ESLが増加しないようにすることを強く推奨
します。ポイント･オブ･ロードの電圧を検出する必要があれ
ば、出力キャパシタをその点に接続することを推奨します。ま
た、GNDピンと出力コンデンサの負極間のグランド配線の
ESR/ESLも最小限に抑えるようにしてください。

• VTT出力コンデンサのESRが2mΩより大きい場合にはVTTSNS
にLPFを付加することを考慮してください。

• VDDQSNSはVLDOINと分離して配線することができます。こ
の検出電位はVTTREFの基準電圧となります。いかなるノイズ
生成ラインも回避してください。

• VTT出力コンデンサとVTTREFコンデンサの負極同士はVTTの
ソース/シンク電流が流れる大電流パスとの共通インピーダン
スを回避して接続します。

• GND(信号グランド)ピンの電位はVTTREF出力とVTT出力の基
準電位となります。GNDは寄生抵抗･寄生インダクタンスに注
意してVTTコンデンサ、VTTREFコンデンサ、VDDQコンデン
サの負側に接続します。GNDとPGND(電源グランド)は1点接
続とします。

• より効果的に放熱するため、部品面にサーマル･ランドを設
け、パッケージ裏面のサーマル･パッドにはんだ付けします。
サーマル･ランドに接続された部品面の銅配線幅を広くするこ
とで放熱に役立ちます。また、直径0.33mmのビアを多数使っ
てサーマル･ランドから内層及びはんだ面のグランド･プレーン
に接続してください。
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図1
TJ – Junction Temperature – °C
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TJ – Junction Temperature – °C
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IVTT – VTT Load Current – A
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図5
TJ – Junction Temperature – °C
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図6
TJ – Junction Temperature – °C
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IVTT – VTT Load Current – A
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IVTT – VTT Load Current – A
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VTTREF VOLTAGE LOAD REGULATION
vs
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IVTTREF – VTTREF Load Current – A
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図12
t – Time – 10 µs/div
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図16
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DGQ (S–PDSO–G10) PowerPAD PLASTIC SMALL-OUTLINE
THERMAL PAD MECHANICAL DATA

注： A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。
B. 図は予告なく変更することがあります。
C. PowerPADパッケージについての追加情報及びその熱放散能力の利用法については、テクニカル･ブリーフ “PowerPAD Thermally Enhanced
Package” TI文献番号SLMA002及びアプリケーション･ブリーフ “PowerPAD Made Easy” TI文献番号SLMA004を参照してください。いずれも
ホームページwww.ti.comで入手できます。

PowePADはテキサス･インスツルメンツの商標です。
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注： A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。
B. 図は予告なく変更することがあります。
C. ボディ寸法はモールド突起部を含みません。
D. このパッケージはボードのサーマル･パッドにはんだ付けされるよう設計されています。推奨するボード･レイアウトについての情報はテクニカル･
ブリーフ “PowerPAD Thermally Enhanced Package” TI文献番号SLMA002を参照してください。この文献はホームページwww.ti.comで入手でき
ます。

E. JEDEC MO-187改BA-Tに準拠します。

DGQ (S–PDSO–G10) PowerPAD PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

PowePADはテキサス･インスツルメンツの商標です。
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